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(54) 체 소  고내열 속 선 조  그 형성 

약

고내열 속 선 조  형성하는   그 선 조에 하여 어 다. 저, 체 소  
활성 역  형성  실  포함  하  전층에 층간 절연층  형성한 후, 층간 절연층  적
로 제거하여 실  포함  하  전층   노출시키는 접촉 개  형성한다. 후, 그 결과
물  전 상에 고 점 속 화합물로 루어   조절층  고 점 속 로 루어   속층  
순차적 로 적층거나 동  비에서 연속적 로 착한 후, 열처  공정  행하여 상  접촉 개  
저  실  포함  하  전층 상에 믹층(Ohmic Layer)  형성한다.  속층만 또는  

속층   조절층  제거하고, 여 에 고 점 물 로 각각 루어  확산 층  상  전층  
순차적 로 적층함 로  고내열 속 선 조로 형성할 수 다.  조절층  후속 는 열처  공
정  행 는 동안, 컨  티타늄 실 사 드로 루어  믹층(Ohmic Layer)  균 하게 형성 록 
함 로 , 체 소  전 적 특성  개선하고  나아가 체 소  집적화에 여할 수 는 효
과가 다.

세서

[  칭]

체 소  고내열 속 선 조  그 형성 .

[  간단한 설 ]

제5 는 본   실시  순차적 로 설 하  하여 시한 단 들 다.

본 내  공개 건 므로 전문 내  수록하  않았

(57) 청  

청 항 1 

체 소  속 선 형성 에 어서, 실  원소  포함하는 하  전층 상에 층간 절연층  
형성하는 제1단계; 상  층간 절연층  적 로 제거하여 상  하  전층   노출시키는 접
촉 개  형성하는 제2단계; 상  접촉 개 에 하여 노출  상  하  전층 상에  조절층  
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 속층  순차적 로 형성하는 제3단계; 상   조절층   속층  형성 어 는 결과물
에 열처  함 로  상  접촉 개  저  상  하  전층 상에 믹층(Ohmic Layer)  형성하는 
제4단계; 상   속층  제거하는 제5단계  결과물 전  상에 상  전층  형성하는 제6단계  
포함하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 2 

제1항에 어서, 상  실  원소  포함하는 하  전층  실   또는 고 점 속 실 사 드
 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 3 

제1항에 어서, 상   속층  상  전층  고 점 속 로 형성하는 것  특징 로 하는 
체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 4 

제3항에 어서, 상  고 점 속  티타늄(Ti), 트(Co), 텅스텐(W), 브 (Mo), 탄탈 (Ta)  
늄(Zr)   어느 하나  것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 5 

제1항에 어서, 상   조절층  상  전층  고 점 속  공 에 노출시키  않고 동  비
에서 연속적 로 행하여 형성하는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 6 

제1항에 어서, 상   조절층  상  전층  고 점 속 화합물로 형성하는 것  특징 로 하
는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 7 

제6항에 어서, 상  고 점 속 화합물  화 티타늄(TiN), 화 텅스텐(WN), 화 탄탈 (TaN), 
화 늄(ZrN)등과 같  고 점 속 화물  어느 하나  것  특징 로 하는 체 소  고내
열 속 선 형성 .

청 항 8 

제6항에 어서, 상  고 점 속 화합물  탄화 티타늄(TiC), 탄화 텅스텐(WC), 탄화 탄탈 (TaC),  
 탄화 늄(ZrC)등과 같  고 점 속 탄화물  어느 하나  것  특징 로 하는 체 소  

고내열 속 선 형성 .

청 항 9 

제1항에 어서, 상   조절층  상   속층보다 상 적 로 얇게 형성하는 것  특징 로 하
는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 10 

제1항에 어서, 상  제4단계  열처  공정  활성 가스   산화    어느 하나
 에서 행하는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 11 

제1항에 어서, 상  제4단계  열처  공정  600℃  800℃  어느 하나   조건  RTA(Rapid 
Thermal Annealing) 공정 로 행하는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .   

청 항 12 

제1항에 어서, 상  제5단계 후에 노출  결과물  전  상에 확산 층  형성하는 단계   포
함하는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 13 

제1항에 어서, 상  제5단계 후에 상   조절층  제거하는 단계   포함하는 것  특징 로 
하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 14 

제13항에 어서, 상   조절층  제거하는 단계 후에 상  결과물  전  상에 확산 층  형
성하는 단계   포함하는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 15 

제12항  제14항  어느 하나  항에 어서, 상  확산 층  형성하는 단계 전에 결과물  
 세척하는 단계   포함하는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 16 

제12항  제14항  어느 하나  항에 어서, 상  확산 층  고 점 속 화합물로 형성 는 것
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 특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 형성 .

청 항 17 

체 소  속 선 조에 어서, 실  원소  함 하는 하  전층; 상  하  전층  
적 로 노출시키는 접촉 개  갖는 층간 절연층; 상  접촉 개 에 해 노출  상  하  전

층상에 형성  믹층(Ohmic Layer); 상  층간 절연층  상에 형성   조절층; 상   조절
층  믹층(Ohmic Layer) 상에 형성  상  전층  비하는 것  특징 로 하는 체 소  고
내열 속 선 조.

청 항 18 

제17항에 어서, 상  실  원소  포함하는 하  전층  실   또는 고 점 속 실 사
드  것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 조.

청 항 19 

제17항에 어서, 상  믹층(Ohmic Layer)  안정상(C-49)  안정상 (C-54)  실 사 드  어느 
하나  실 사 드로 루어  것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 조.

청 항 20 

제17항에 어서, 상  상  전층  성하는 고 점 속 로 형성  것  특징 로 하는 체 소
 고내열 속 선 조.

청 항 21 

제20항에 어서, 상  고 점 속  티타늄(Ti), 트(Co), 텅스텐(W), 브 (Mo), 탄탈 (Ta) 
 늄(Zr)   어느 하나  것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 조.

청 항 22 

제17항에 어서, 상   조절층  상  전층  고 점 속 화합물로 형성  것  특징 로 하는 
체 소  고내열 속 선 조.

청 항 23 

제22항에 어서, 상  고 점 속 화합물  화 티타늄(TiN), 화 텅스텐(WN), 화 탄탈 (TaN), 
화 늄(ZrN) 등과 같  고 점 속 화물  어느 하나  것  특징 로 하는 체 소  고

내열 속 선 조.

청 항 24 

제22항에 어서, 상  고 점 속 화합물  탄화 티타늄(TiC), 탄화 텅스텐(WC), 탄화 탄탈 (TaC),  
 탄화 늄(ZrC) 등과 같  고 점 속 탄화물  어느 하나  것  특징 로 하는 체 소
 고내열 속 선 조.

청 항 25 

제17항에 어서, 상   조절층  믹층(Ohmic Layer)  과 상  상  전층 사 에 확산 
층   비 어 는 것  특징 로 하는 체 소  고내열 속 선 조.

청 항 26 

제25항에 어서, 상  확산 층  고 점 속 화합물로 형성 는 것  특징 로 하는 체 소
 고내열 속 선 조.

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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